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SiC はワイドギャップ半導体の一種であり、

高温・高電圧でも動作するデバイスや紫外線領

域のセンサーへの応用が進められている。SiC

には複数のポリタイプが存在し、それらについ

てラマン散乱を用いたフォノンの研究が盛ん

に行われており、最近ではコヒーレントフォノ

ンを用いたダイナミクスの研究も行われてい

る[1,2]。本研究では、計測が困難な低周波の FTA

モードに着目し、相対位相をロックしたフェム

ト秒パルス対を用いて低周波モードのコヒー

レントフォノン計測、及びフォノンのコヒーレ

ント制御を行った。また、得られる信号につい

て、理論計算による再現を行った。 

実験は室温で行い、試料には 4H-SiC (0001)を

用いた。中心波長 800nm、パルス幅 45.2 fsの

パルスを用い、反射型 EOサンプリングで過渡

反射率を計測した。ポンプ光間の時間間隔(t12)

を 0.3 fs刻みで変化させる事でダブルパルスポ

ンププローブ計測を行った。過渡反射率変化の

信号はオシロスコープで積算し取り込んだ。２

つのポンプ光のパワーはそれぞれ 25 mW、プ

ローブ光のパワーは 7.8 mWであった。 

Figure 1 にシングルパルスでの過渡反射率変

化の信号(a)と、そのフーリエ変換の結果(b)を

示す。6.05 THzの周波数を持つコヒーレントフ

ォノンが観測できている事が確認でき、周波数

より E2-FTAモードと同定した。 

 ダブルポンププローブ測定による、パルス２

照射後のフォノン強度のポンプパルス間遅延

時間依存性を Fig. 2(a)に示す。ポンプ間の時間 

Figure1(a) : Transient reflectivity changes (b) : FFT result 

間隔を変化させることによりフォノン強度を

制御できている。Figure 2(b)には ISRS 過程を

用いた理論計算の結果を示す。フォノンの干渉

と光学干渉の影響が 50fs 付近の浮き上がりを

含めて再現することができた。 

 
Figure2 : Result of double pump-probe measurement 
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